
АННОТАЦИЯ 
дисциплины «Физика полупроводниковых приборов» 

Направление 03.03.02  Физика. 
Уровень - бакалавриат. 

 
Объем трудоемкости: 10 зачетные единицы (360 часа, из них – 196 часов 

аудиторной нагрузки: лекционных 68 ч., лабораторных 82 ч, 22 часов – КСР, 0,4 часа – 
ИКР, 105,8 ч. само- самостоятельная работа студента, а также 35,7 часов - контроль) 

 
Цель дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение теоретических и методологических 

основ физики полупроводников. 
 

Задачи дисциплины 
Основные задачи дисциплины: 
- изучить взаимосвязь структурных, электрофизических, оптических и рекомбинаци- 

онных свойств полупроводников; 
- изучить электронные свойства полупроводников; 
- изучить свойства n-p, гетеропереходов, барьеров металл-полупроводник. 

 
Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Физика полупроводниковых приборов» относится к блоку 1, вариатив- 

ной части, дисциплин по выбору. 
Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами «Фи- 

зика», «Математика», «Физика конденсированного состояния». Для освоения данной дисци- 
плины необходимо владеть методами математического анализа, аналитической геометрии, 
линейной алгебры; знать основные физические законы; уметь применять математические ме- 
тоды и физические законы для решения практических задач. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен- 

ций: ОПК-3; ПК-1, ПК-5. 

№ 
п.п. 

Индекс 
компе- 
тенции 

Содержание компе- 
тенции (или её ча- 

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу- 
чающиеся должны 

знать уметь владеть 
1. ПК-1 способностью ис- Методы мате- Создавать мате- Методами 

  пользовать специа- матического матические мо- определения 
  лизированные зна- анализа, ана- дели электрон- параметров 
  ния в области физи- литической ных процессов в полупровод- 
  ки для освоения геометрии и полупроводни- ников и   по- 
  профильных физиче- линейной ал- ках, используя лупроводни- 
  ских дисциплин гебры, вектор- методы матема- ковых струк- 
   ного и тензор- тического анали- тур и интер- 
   ного анализа, за, аналитиче- претировать 
   решения диф- ской геометрии полученные 
   ференциаль- и линейной ал- результаты с 
   ных уравне- гебры, векторно- учетом гра- 
   ний. го и тензорного ниц приме- 
    анализа, теории нимости мо- 
    дифференциаль- делей. 
    ных уравнений.  
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№ 
п.п. 

Индекс 
компе- 
тенции 

Содержание компе- 
тенции (или её ча- 

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обу- 
чающиеся должны 

знать уметь владеть 
2. ОПК-3 способностью ис- Знать методики Измерять пара- Современным 

  пользовать базовые измерения метры полупро- оборудовани- 
  теоретические зна- электрофизи- водников с   по- ем для изме- 
  ния фундаменталь- ческих и опти- мощью совре- рения элек- 
  ных разделов общей ческих свойств менного физиче- трофизиче- 
  и теоретической фи- полупроводни- ского оборудо- ских и опти- 
  зики для решения ков, методы вания, анализи- ческих 
  профессиональных обработки и ровать экспери- свойств по- 
  задач теоретического ментальные лупроводни- 
   анализа экспе- данные с учетом ков, про- 
   риментальных отечественного граммным 
   данных. и зарубежного обеспечением 
    опыта. для обработ- 
     ки и анализа 
     эксперимен- 
     тальных дан- 
     ных. 
3. ПК-5 способностью поль- Атомную и Синтезировать Современны- 

  зоваться современ- электронную законы электри- ми методами 
  ными методами об- структуру по- чества и оптики обработки, 
  работки, анализа   и лупроводни- для построения анализа и 
  синтеза физической ков, особенно- физики полу- синтеза тео- 
  информации в из- сти транспорта проводников и ретической и 
  бранной области фи- электронов и анализа экспе- эксперимен- 
  зических исследова- дырок в полу- риментальной тальной ин- 
  ний. проводниках. информации. формации 
     для опреде- 
     ления свойств 
     полупровод- 
     ников. 

 

Основные разделы дисциплины: 

№ 
раз- 
дела 

 
Наименование разделов 

Количество часов 
 

Всего 
Аудиторная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Л ПЗ ЛР КСР  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Структура и свойства полупро- 
водников 50 10 5 15  10 

2. Примеси в полупроводниках. 50 10 5 10  10 

3. Кинетические свойства полупро- 
водников. 50 10 10 7  10 

4. Рекомбинация носителей заряда 50 10 5 10  10 

5. Оптические переходы в полу- 
проводниках. 50 10 5 10  10 

6. Границы раздела в полупровод- 
никах. 50 10 10 15  10 

7. Вольт-амперные характеристики 
структур с n-p-переходом 60 8 8 15  3 
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№ 
раз- 
дела 

 
Наименование разделов 

Количество часов 
 

Всего 
Аудиторная 

работа 
Самостоятельная 

работа 
Л ПЗ ЛР КСР  

 Всего:  68 48 82  63 
Курсовые работы: не предусмотрены 

 
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен 

 
Основная литература: 
1. Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 624 с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71742. 

2. Тимофеев, В.Б. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и нано- 
структур [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2015. — 512 с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56612. 

3. Богатов, Н.М. Физика полупроводников: лабораторный практикум / Н.М. Бога- 
тов, Л.Р. Григорьян, М.С. Коваленко, О.Е. Митина. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. – 
110 с. 

 
 

Автор РПД: Богатов Н.М. 


